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OEMA 1° (3,5 povadec)
(0,5) i) To poptio ympov NG TEPOYN AVTANGONG 1 eKKEVOONG (space charge region 1
depletion layer) amoteleitar o) amd omég Kot nAektpovia 1 B) amd WOvTa dOTOV Kot
AmOOEKTAOV 1 7) Kot amd ta 600. Amdvtnon 1 )
H yopntkdémta avdotpo@o TOA®UEVNC €mOPNg p-n avEAVEL pe TV TAon YyuoTl
av&avet: ) To PoPTIO YMPOV GTNV TEPLOYN EKKEVOONG 1 PB)TO E6MTEPIKO SLVOUIKO 1)
Y)TO €0POC TNG TEPLOYNG EKKEVOON G ATTdvInon dev 1oyvel Kopio Tepintmon

(0,8) ii) Tleprypdyte avorlvTikd Evay amd TOVE UNYOVIGHOVE KATAPPEVOTG TNG ETAPTNG
pn.

(0,7) iii) 'Eotm tpio nuaymyikd ototyeio pnp yio To omoio To TAGT TG n-TOITOV
mePLOYNG etvan avtiotoyyo: wi=30um, wo=1pum kot w3=0,006pum. To TAGT TV p-
Tomov eivon w(p)=2x10" cm. To prKoc Siéyvong TV eopémv LeovoTToS 6Tn Bdon
Ly etvon 10pum. EEnyeiote avaivutikd, moto and Tig Tpeig mapomdve dopueg pmopet va
Aertovpynoet oav dumolkd tpaviictop. Anavinon n P nepintwon (wr)

(0,8) iv) Ilow eivon m owpopd petald tov tpaviictop MOSFET moxvoong
(enhancement) xou MOSFET oapaiowong (depletion); Kdto ond moieg ocuvOnkeg
VEIoTOTOL YY) GTO KAVOAL

(0,7) v) T1v ovopdleror pedpo vrokatmeAMov Kol 6€ Toleg cuvOnKeg Asttovpyiag Tov
MOSFET ocvpaivet;

OEMA 2° (1 povada)

Na 60000V ta OlypAUIOTE EVEPYEIOK®V TOWIOV €VOG OUEITOAIKOV Tpaviictop
EMOPAOV Npn o) OTNV KOTACTOOYT 100ppoTiag kot ) OtV KATAGTACT EVEPYOD
Aertovpyiog

OEMA 3° (1,5 povadec)

Oewpnote po emagn pn wopttiov o€ Beppokpacio dopatiov. Av amd 10 GLVOAMKO
TAATOG TNG TEPLOYNG PopTimV Ymdpov t0 20% Ppioketal uéoa oy p THTOL TEPLOYN
Kol 1o Juvapikd odwdyvong g emoerg stvar 0,8V, va vmoAoyiotouv: @) ot
OLYKEVTPAOCELS TOV TPOSHiEemV, B) Ta TAATN TN TEPLOYNG POPTI®V YDPOL GTIG N Kot
p TOTOV TTEPOYES, KOt Y) M HEYIOTN TN TOL NAEKTPOGTATIKOV TTEG{OV.

OEMA 4° (1,7 povadec)

‘Eva dmoAkd tpaviictop emopdv npn oand mopitio otovg 300K éxer ta &g
YOPOKTNPOTIKG:  Tvykévipmon  ekmopmod  8x107cm™, PBdaone 2x10'%cm™  kon
cuMéktn 1x10%cm™. H omdotacn tov 800 pHeETOAMOLPYIKdV emapdv p-n eivol
Wo=1,5um. To tpaviiotop Aertovpyel og pia 1don ekmopmov-Pdong Ves=0,625V. Na
Bpebel yio mow Ty ¢ Tdomg cvAAEKTN-Paong Exovue ypovBodidTpnon (punch-
through).



OEMA 5° (1,3 povadec)

['a to MOSFET 6100A0v 1070V n e TAGELS AKPOSEKTAOV OTTMS POIVOVTOL GTO
TOPOKATO XML, (@) vo avoypagoby 0Aot ol akpodéKkTeS, (B) va mpocdiopiotein
neployn Aertovpyiog tov Tpaviiotop, kot (Y) va vroroyichel To pedpa araymyo? Ip.
Aivetar: W/L=40pm/2pum, p,Co=150pA/V?, V10,=0,75V, y,=0,75V"?% ®,=-0,42V
ko A=(0,1/L)V".
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